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Praktikum Elektronik 
 

Versuch 

Bipolartransistoren 
 
1 Allgemeine Hinweise 
 
Die Aufgaben zur Versuchsvorbereitung sind vor dem Versuchstermin von jedem 
Praktikumsteilnehmer als Hausaufgaben schriftlich auszuführen. Sie sind dem Protokoll 
beizufügen und werden in die Bewertung des Versuches einbezogen. Ebenso zur Vorbereitung des 
Praktikums gehört, sich über alle Versuchsaufgaben zu informieren und diese, soweit das möglich 
ist, theoretisch vorzubereiten (Formeln, Diagramme, Tabellen, Literatur).  
Jede Praktikumsgruppe fertigt ein Protokoll an, welches innerhalb von 2 Wochen abzugeben ist.  
Die im Versuch erforderlichen Diagramme sind auf Millimeterpapier zu zeichnen oder computer-
gestützt anzufertigen. 
Bei der Versuchsdurchführung sind die Messschaltungen mit Hilfe der am Versuchsplatz 
vorliegenden Versuchsanordnungen (siehe Bilder 1 und 2) aufzubauen. 
Beachten Sie: 
 Auf- und Abbau der Mess-Schaltungen und alle Veränderungen an der Mess-Schaltung dürfen 

nur im spannungslosen Zustand vorgenommen werden. 
 Die Polarität der elektronischen Messgeräte ist unbedingt zu beachten. 
 Die Messbereiche der Messgeräte dürfen nicht überschritten werden. Bei unbekannten 

Messgrößen ist zunächst der höchste Messbereich einzustellen. 
 Nutzen Sie nach Möglichkeit die Strombegrenzungsfunktion der Stromversorgungsgeräte. 
 
 
 

 
 
Bild 1 Versuchsanordnung zur Messung der Transistorkennlinien 
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2 Vorbereitungsaufgaben (VBA) 
 
 
2.1 Zeichnen Sie qualitativ das Vierquadrantenkennlinienfeld eines npn-Bipolartransistors in 

Emitterschaltung. Zeichnen Sie die Grenzwerte des Transistors ein und geben Sie die 
Beziehungen zur Ermittlung der h-Parameter an! 

 
2.2 Als Basis-Vorwiderstand (RV) für den npn-Transistor 2N3704 wurden 47k gewählt  

(Bild 2). Begründen bzw. diskutieren Sie dies (h21 ca. 200, s.a. PVmax. lt. Spec. im Anhang). 
 
2.3 Zeichnen Sie die je zwei Messschaltungen zur Bestimmung der Restströme für npn- und pnp-

Transistoren gemäß Aufgabe 3.3 a und b (vollständige Beschriftung möglichst aller relevanter 
Spannungen und Ströme)! 

 
2.4 Vorbereitung der Aufgabe 3.5: Zeichnen Sie die Schaltung und lösen Sie a), b), und d) für 

eine zunächst angenommene Stromverstärkung von ß=200 (Präzisierung im Praktikum!) 
 
2.5 In welchen Parametern unterscheiden sich prinzipiell Germanium- und Silizium-Transistoren? 
 
 
3 Versuchsaufgaben 
 
3.1 Ermitteln Sie messtechnisch das Vierquadrantenkennlinienfeld des vorliegenden npn-

Bipolartransistors in Emitterschaltung und tragen Sie die Werte in einem Diagramm auf 
(Messschaltung siehe Bild 2) : 
a) Ausgangskennlinien: UCE = 0 ... 10V, IB= 0, 25, 50...250µA  
         (50µA-Schritte) 
b) Eingangskennlinien: IB = 0 ... 250µA,   UCE = 1V, 5V, 10V 
c) Stromübertragungskennlinien: IB = 0 ... 250µA,   UCE = 1V, 5V, 10V 
d) Spannungsrückwirkungskennlinien:  UCE = 1 ... 10V,  IB = 25µA  
Bestimmen Sie zunächst die Maximalwerte (beachte PVmax) der einzelnen Kennlinienbereiche 
zur Skalierung der Diagramme und nehmen Sie dann das Vierquadrantenkennlinienfeld auf. 
Um den Einfluss der Eigenerwärmung des Transistors zu verringern, sind die Messungen 
zügig von kleinen nach großen Werten auszuführen und soweit möglich, die einzelnen Werte 
gleichzeitig in die verschiedenen Kennlinienfelder zu übernehmen. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2   Messschaltung zur Aufnahme der Transistorkennlinien in Emitterschaltung 
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3.2 Wie verhält sich die Stromverstärkung BN in Abhängigkeit vom Kollektorstrom IC? 
Notieren Sie BN für UCE = 1, 5, 10V im gemessenen Bereich! (Auswertung der Kennlinien) 

 

3.3  Messen Sie Restströme eines pnp-Germanium-Transistors. Realisieren Sie Ihre entworfenen  
Messschaltungen aus Aufgabe 2.3 unter Verwendung des am Versuchsplatz vorliegenden 
abgeschirmten Messaufbaues! 

 

a) ICEO  für  UCE = -10 V  >>    Basis offen  << 

b) ICE für UCE = -10 V  >>    UBE = 0V    << 

  

Diskutieren Sie die unterschiedlichen Ergebnisse der Messungen des IC (a, b). 
 
Anmerkungen:  

Die Restströme von Silizium-Bauelementen liegen im Bereich von 10-10 bis 10-12 A.  
Im Praktikum werden die Restströme an pnp-Germanium-Transistoren gemessen!  
(Richtwert für die Temperaturabhängigkeit des Reststromes:  Verdopplung pro 10K 
Temperaturerhöhung.) 

 

3.4  Ermitteln Sie aus den Messwerten von Aufgabe 3.1 die h-Parameter im Arbeitspunkt 
UCE = 5 V, IB = 50 µA und zeichnen Sie die Kleinsignal-Ersatzschaltung des Transistors! 
 

3.5  Der von Ihnen ausgemessene Transistor soll im Arbeitspunkt UCE = 6V, IC = 50mA an einer 
Nenn-Betriebsspannung von 12V betrieben werden.  
Zeichnen Sie die Schaltung und kennzeichnen Sie alle Größen! 
 
a) Berechnen Sie den erforderlichen Kollektorwiderstand! 
 
b) Berechnen Sie die Verlustleistung im Kollektorwiderstand und im Transistor! 
 
c) Zeichnen Sie den Arbeitspunkt im Diagramm 3.1 ein und bestimmen Sie den  
 einzustellenden Basisstrom (aus dem gemessenen Kennlinienfeld)! 
 
d) Der Basisstrom soll durch einen Vorwiderstand aus der Betriebsspannung von 12V
 eingestellt werden. Berechnen Sie den Vorwiderstand!  

    Wählen Sie theoretisch den einzusetzenden Vorwiderstand aus der E12-Reihe!  
    Welchen Einfluss hat die Entscheidung auf den Arbeitspunkt? 

 
e) Bauen Sie die Schaltung mit einem verfügbaren Widerstand auf.  

    Messen Sie die Spannungen und Ströme. 
    Achtung: Notieren Sie IC und UCE unmittelbar nach dem Einschalten!  
    Vergleichen Sie alle Messwerte mit ihren Berechnungen.  
    Begründen Sie eventuell auftretende Abweichungen! 
 
f) Vergleichen Sie die Messwerte unmittelbar nach Inbetriebnahme der Schaltung mit den 
 Messwerten nach längerer Einschaltdauer (einige Minuten).  

    Begründen Sie die auftretenden Abweichungen! 
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4 Auszüge aus dem Datenblatt des npn-Bipolartransistors 2N3704 

 
 
 
 
 

 

 


